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9. 要旨： 

Siプラットホーム上の高電子移動度III-V MOSFET実現のためには、結晶性の高いIII-V-OI (III-V on 

Insulator) 構造を実現することが重要である。本論文では、このIII-V-OI構造作製手法として、低

温バッファー層形成と高温エピ層の絶縁膜上への横方向成長を組み合わせたニ段階マイクロチャネ

ルエピタキシー法を提案し、Si基板に形成した熱酸化SiO2 上に、MBE法により、無転位GaAs成長層を

横方向成長によって作製することに成功した。Si基板への直接マイクロチャネルエピタキシーは、本

研究で初めて成功したものである。作製したGaAs-OIの断面TEM像から、平坦な結晶表面(ファセット

面)と明瞭な格子像を示す優れた結晶性を確認した。このような構造の作製には、成長条件の最適化、

特に低温バッファー層の成長条件が鍵であり、Si上への選択成長とAPD(アンチフェイズドメイン)の

抑制を両立させることができる低温バッファー層成長温度が存在することを見出した。また、低温バ

ッファー層の成長レートを低下させることによって、APDの発生が抑制され結晶性が向上できること

が明らかとなった。


